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В некоторых работах [1, 2] указывается,  что при пробое на постоян­
ном напряжении получены более высокие значения электрической проч­
ности кристаллов щелочногалоидных солей по сравнению с прочностью 
на импульсах.  В наших опытах [3, 4] такж е  получено повышение элек­
трической прочности NaCl, KCl, KBr и KJ при экспозиции IO-5 сек и 
больше по сравнению с электрической прочностью этих ж е  монокри­
сталлов при экспозиции ICT6 сек. Повышение электрической прочности 
ионных кристаллов при увеличении длительности воздействия н апря­
жения  объясняется влиянием образующегося объемного заряда .  И м е ­
ются различные объяснения действия объемного заря да  на электриче­
скую прочность ионных кристаллов.
И оффе и др. [5] считают, что объемный заряд  в диэлектрике создает 
поле, направленное противоположно приложенному. При этом сред­
няя напряженность  поля в диэлектрике уменьшается,  что должно 
привести к повышению электрической прочности.
Хиппель и Алжер ![6] полагают,  что в ионных кристаллах  имеют ме­
сто два  вида объемных зарядов:  электронный при временах больше 
IiK7 сек и ионный при временах свыше IO"4 сек. Каждый из этих объ­
емных зарядов в отдельности вызывает  снижение электрической проч­
ности. Если в диэлектрике образовались оба вида объемных зарядов 
(при экспозиции более IO"4 сек), то их влияния компенсируются, и по­
лученная в таких условиях электрическая прочность соответствует 
истинной.
Инуиши и Суита [2] предлагают следующее объяснение действия 
объемного заряда .  В области диэлектрика,  прилегающей к катоду,  име­
ются микротрещины, на границах которых должны быть высокие напря­
женности электрического поля, что вызывает интенсивный выход 
электронов из электродов в диэлектрик.  Эти электроны захва ты в а ­
ются в узлах  кристаллической решетки и образуют отрицательный 
объемный заряд,  который будет препятствовать выходу электронов из 
катода и, таким образом, должен повышать электрическую прочность.
Фаулер [7] считает, что положительный объемный заряд,  распола­
гаясь у катода,  облегчает вырывание электронов из электрода,  что 
должно привести к снижению электрической прочности. Однако  такое 
снижение электрической прочности наблюдалось  только для кальцита 
[8, 9], где объемный заряд  сосредоточен в приэлектродных слоях.
На влияние объемных зарядов на электрическую прочность ионных 
кристаллов указывает  тот экспериментальный факт, что электрическая 
прочность при одновременном воздействии постоянного и импульсного 
напряжений одноименной полярности больше, чем при измерении толь­
ко на импульсном напряжении [1, 2]. Мы считаем, что в ионных кри­
сталлах объемный заряд  образуется за счет продвижения ионов к од­
ному из электродов.
В работе і[3] приводится небольшой расчет. Известно, что подвиж­
ность электронов в воздухе в I OO1O раз больше подвижности ионов. Если 
принять такое же соотношение для каменной соли и учесть, что время 
формирования разряда (электронный процесс) в исследуемых образ­
цах каменной соли порядка IO"8 сек [3], то время формирования ион­
ного объемного заряда при условии прохождения ионов через толщу 
образца должно составить IO-5 сек. При этом времени, по нашим дан­
ным, начинается влияние объемного заряда.
Предположение об ионой природе образования объемного заряда 
также находит некоторое подтверждение в дополнительных экспери­
ментальных данных (рисунок). На рисунке представлены зависимости
Временные зависимости электрической прочности ка­
менной соли, пробитой в однородном поле при 
различных температурах.
электрической прочности каменной соли от экспозиции при различных 
температурах.  С повышением температуры ионы легче срываются со 
своих мест, что должно увеличивать концентрацию объемного заряда  
и, следовательно,  электрическую прочность. С другой стороны, с повы­
шением температуры более легко должно происходить рассасывание 
объемного заряда ,  что должно вести к снижению электрической проч­
ности. Данные рисунка показывают, что с повышением температуры р а ­
стет влияние объемного заря да  на электрическую прочность, а затем 
уменьшается  (150° С). Видимо, при температурах до IOO0 C преобладал  
первый фактор (увеличение числа сорванных ионов), при температуре 
150° С— второй фактор (рассасывание объемного заряда) .
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